
Fig. 1 Schematic and SEM image of the device. 
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シリコン量子ドット中の正孔スピンは p 軌道ブロッ

ホ波動関数を持つため、核スピンとの超微細相互作用

が小さく長いコヒーレンス時間が期待される。また、

強いスピン軌道相互作用を持つため、ストリップライ

ンや微小磁石を用いず、電界のみで速いスピン操作を

行える[1]。高濃度に不純物ドーピングした SOI基板を

用いた量子ドットは、基板全体に不純物ドーピングが施されているためトップゲートの作製が不

要であり、MOS 型のデバイスと比較して作製工程が容易である、というメリットがある。 

本研究では、高濃度にボロンドーピングした SOI基板を用いた二重量子ドット（DQD）と DQD

内の電荷状態を観測するための電荷センサー（CS）を作製し（Fig. 1）、DQD の電荷輸送特性の評

価を行った[2]。Fig. 2 に CS の電荷輸送特性、Fig. 3 に CS を用いた DQD内の電荷センシングの結

果を示す。Fig. 2 では、CS のクーロンダイヤモンドが得られ、単正孔輸送を実現できている。ま

た、Fig. 3では、DQD内の電荷状態遷移の電荷センシングに成功した。次に、我々はこのデバイ

スの高周波反射特性を測定した。Fig. 4に高周波反射測定の結果を示す。Fig. 4から 681 MHz にお

いて共振を観測し、この値からデバイスの寄生キャパシタンスをおよそ 0.12 pFと見積もった。こ

の値は、我々の研究室で作製した MOS 型デバイスの寄生キャパシタンス（~0.6 pF）と比較して

小さく、高周波の効率的な導入が期待される。 
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